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摘要 用改进的恒压徽探针方法，对 64×64元 InSb凝视红井焦平面器件光伏探测器列阵苫片的性能进行了抽样幢测 

和均匀性毋价．测得典型 64×64元 InSb芯片的摄测嚣平均零偏阻抗为 42MYI(90K)，非均匀性为 2O ；平均 1000K黑 

体响应卓为2．8A／W，非均匀性为 6．3 ；电学串音率<2 ．讨论了性能异常芒片上存在的局部电学串音现象． 
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CHARACTERIZATION OR 64×64 InSb PHOTOVOLTAIC 

CHEN t3o Liang。 LU Wei” W ANG Zhen—Guan YANG Hua W ANG Hui 

( Shanghai Institute of Technical Physics，Chinese Academy of Sciences，Shanghai 200083·China 

Department of Physics，Shanghai University，Shanghai 201800，China) 

Abstract Statistieal characterization and uniformity evaluation for 84×64 InSb photovoltaic detector arrays prepared 

for fabrication of staring infrared focal plane array by using modified cryomicroprobing technique were carried out．Typi— 

cal㈣lue of mean detector impedance 42Mfl at 90K and zero bias with nonuniformity舯 ，mean responsivity 2．8A／w 

for 1000K b aekbody with nonuniformity 6．3 ．and electrical crosstalk rate less than 2 were meanured．These per— 

formances meet the teehnica】requirements to fabrication of hybrid InSb foca1 plane arrays．Localized electrical crosstalk 

detected on some abnormal chips was discussed． 

Key words infrared focal plane array，InSb，microprobing，characterization． 

引言 

红外焦平 面列阵器件是兼具红外辐射探测和信号 

读出及处理能力的新一代红外成像传感器．用 InSb材 

料制成的红外焦平面列阵器件已经在空间对地观测、 

导弹寻的和精确制导、工业和医用热成像、夜视、森林 

火情探测监视等军、民用领域 得到广 泛应用。。J．这使 

InSb凝视列阵在全世界红外技术领域 中的市场份额 

不 断上升 ] 在 空对空 成像 制导 应用 中，64×64元 

InSb凝视红外焦平面列 阵得到了优先考虑0] 

64×64元 InSb凝视红外焦平面列阵器件一般采 

用混成背照射结构+即 由 64×64元 InSb光伏探测器 

列阵芯片和 64×64元 Si—CMOS读出电路通过铟柱 
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互连棍成．焦平面列阵器件的最终性能和探测器列阵 

芯片性能密切相关，因而在互连混成 前，先要对 InSb 

探测器列阵芯片性能进行测试评价．这既是芯片性能 

筛选所必需，又能 为优化工艺提供技术依据．一个 64 

×64元 InSb探测器列阵芯片包含 了 4096个光伏二 

极 管．现行 设 计 中每个 光 伏 二极 管 的尺 寸 为 50× 

50Urn．要对这样一个像元尺寸小、数量多、密度高的探 

测器列阵芯片性能作出评价 ，以往用于单元 和线列阵 

的测试评价技术显然不适用 了．本文报道采用改进的 

低温恒压微探针方法对 64×64元 InSb光伏探测器列 

阵芯片上像元阻抗、像元黑体响应率及像元电学串音 

率等重要参数进行统计抽样检测及均匀性评价的结 

果．这些结果为挑选焦平 面互连用 的探测器列 阵苍片 
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摘要 用改进的恒压世挥告十万，去，对 64)< 64 元 1n5h 漫四红外佳平面器件世伏探滑Il罩列障 ZE 片的性能进行了抽样桂调

和均与性尹卅现得典型 64\64 元 In5b ;!!;片的探叫嚣平均军偏阻抗 f'! 42MIl <90KJ. 非均匀性青 20% ;平均 1000K 黑

悻响应串肯 2. 8A/W.非均与性舟 6.3%; 电学串音率<2% 讨论了性能异常芯片上存在的局邮电学串音现卑.
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Abslract Stati~tical characrerization and uniforml叩 e\'aluation for 64 ( 64 InSh photovoltaic detector arrays prepared 

for fabrÎcation of staring infrared focal plane array by using modtfied cryomicroprohing tecbnique were carried out. Typi

cal values of mean detector impedance 4~M.n at 90K and zero hias witb nonuniformiry 20;1;;'. mean responsivity Z. 8A/W 

for 1OI)OK bl t"lckbody wlch nonunlÍormìty 6.3 %嘈 and electflcal crosstalk rate less rhan 2% were measured. Tbese per 

formances meet the tecbnìcal requirements to f.ahricatìon of hybrid InSb focal plane .arrays. Localized electrKal crosst .alk 

detected on some abnormal chips w.as discussed. 
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引言

红外焦平面列阵器件是兼具红外辐射探测和信号

读出及处理能力的新一代红外成像传感器.用 InSb 材

料制成的红外焦平面列阵器件已经在空间对地观测、

导弹寻的和精确制导、工业和医用热成像、夜视、森林

火情探剖监视等军、民用领域得到广泛应用 :1] 这使

InSb 凝视列阵在全世界红外技术领域中的市场份额

不断上升 '1‘在空时空成像制导应用中 .64 X 64 元

InSb 凝视红外焦平面列阵得到了优先考虑[3] ‘

64X 64 元 InSb 凝视红外焦平面列阵器件一般采

用混成背照射结构，即由 64 X 64 元 InSb 光伏探测器

列阵芯片和 64X 64 元 Si一CMOS 读出电路通过锢柱
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互连混成.焦平面列阵器件的最终性能和探测器列阵

芯片性能密切相关，因而在互连混成前，先要对 InSb

探测器列阵芯片性能进行测试评价.这既是芯片性能

筛选所必需嘈又能为优化工艺提供技术依据一个"

八日4 元 InSb 探测器列阵芯片包含了 4096 个光伏二

极管.现行设计中每个光伏二极管的尺寸为 50 X 

50μm. 要对这样一个像元尺寸小、数量多、密度高的探

测器列阵芯片性能作出评价.以往用于单元和线列阵

的测试评价技术显然不适用了.本文报道采用改进的

低温恒压微探针方法对 64X64 元 InSb 光伏探测器列

阵芯片上像元阻抗、像元黑体响应率及像元电学串音

率等重要参数进行统计抽样检测及均匀性评价的结

果.这些结果为挑选焦平面互连用的探测器列阵芯片
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提供丁有效依据，也揭示了芯片性能尚存在的问题 

l 实验方法 

1．1 实验样品 

待测样品是不同批号流程中的 64×64元 InSb光 

伏探测器列阵芯片．探测器列阵是以(111)方向掺碲 n 

型 InSb单晶片(电子浓度为 0．5～1．5×10,5cm ，电 

子迁移率≥3×10rcm!V s’)为起始材料 ，经杂质 扩 

散并刻蚀 台面形成 P on n二级管列阵，在表面钝 化 

后 一再金属化形 成欧姆电极 ，然后在其上 生长铟柱 而 

成．每一个 P／N结台面尺寸为 50×50 m，像元 中心距 

为 70／~m，铟柱直径为 30 m，铟柱高度≥10／am．排列成 

64行×64列方阵．在其周围的环形金属带上也生长了 

铟柱，作为公共电极，其结构如图 1所示． 

1．2 检测方法 

由图 1可见恒压微探针检测方法，将待测芯片放 

置在一个用液氮冷却的敞开式平台上，两支针尖锥角 

为10。，针尖半径为7 m的探针(探针1、2)分别触落到 

P型台面和 n型公共电极 的铟柱上．落到铟柱上的探 

针的压力可以在 2g以下微调 一并且在对整个芯片检测 

过程中保持恒定．以保证既获得 良好的电接触 ．又不致 

戳破铟柱而使得该二极管损坏．探测器零偏电阻值由 

HP 4284A LCR仪读出．在 1000K黑体 800Hz调制功 

率源辐照下的响应电流经 EG＆G M1 8l低阻抗电流 

电压转换器放大后，由 EG＆G M 1 24A 锁相放大器读 

出．将探针 1放置到芯片上任意一个像元的铟柱上，可 

测得该像元的性能数据． 

进行芯片上像元问电学串音测量时．关闭调制黑 

体源 ，在像元 上通 过探针 P3注入 一个 800Hz、 

lmV的电压信号 ，在像元 D }ll n+l上通过探针 P1取出 

景体辐射 8OOHz 

图 1 恒压微探针检测 InSb探测器列阵苍片示意图 

Fig．1 Schematic of cryo-microprobing for 

InSb detector array 

感应的电压信号．则可得到像元 D一 一．和 D⋯ 之间的 

电学串音率． 

2 结果和讨论 

由于 InSb单晶材料中电活性杂质和缺陷分布 的 

非均匀性及 器件工艺质 量控 制水平等 因素的制约 ， 

InSb探测器列阵上诸多像元 的性能存在一定程度 的 

差异，即存在非均匀性．这是焦平面器件研制者和用户 

最关心的问题之一．64×64元 InSb探测器列 阵包含 

4096个像 元．对所有像元全部测量再进行 均匀性 分 

析 ，在时间上和人工上是不可取的；只抽取少量像元测 

量则缺乏代表性 难以作出均匀性评价；我们的做法是 

在一个 64×64元芯片上抽取一个间距 为 6个像元的 

l1×1l元列阵进行检测 ，这样既避免了大量烦琐 的重 

复测量工作 ，又能从总体上反映芯片的性能水平．由于 

样本数已相 当多，某些局部的较显著的非均匀性也 能 

得到揭露． 

一 般，对抽取到的 121个像元，先检测其 —V特性 

曲线 、探测器零偏电阻 尺。和黑体响应信号 ．并对这 

些数据进行统计分析和均匀性评价．在计算 响应率时 ， 

探测器面积是按照其实际受辐照面积考虑的，即已扣 

除了铟柱和探针本身对入射辐射的遮挡．对于零偏压 

电阻和响应信号有异常的芯片，再进行电学串音率 c 

的检测． 

2．1 探测器刊阵性能 

图 2是 一个典型 InSb探测器列阵芯片对 1000K 

黑体响应率的二维分布． 、y坐标轴上的读数代表像 

元在芯片上的位置．图 3是该芯片响应率分布的统计 

直方图．该芯片平均响应率为 2．8A／W．这一数值相当 

于量子效率达到 85 ．统计给出的响应率标准偏差为 

毫： 

吒 1 

图 2 InSh 64×64元探测器列阵响应率分布 

Fig．2 Responsivity profile of normal 

64× 64 InSb detector array 

维普资讯 http://www.cqvip.com 

90 

提供了有效依据咽也揭示了芯片性能尚存在的问题，

19 卷

感应的电压信号.则可得到像元 Drr._..n_ ，和 DnLfi之间的
电学串音率-

红坪与毫安'"披学报

由于 InSb 单晶材料中电活性杂质和缺陷分布的

非均匀性及器件工艺质量控制水平等因素的制约咽

InSb 探测器列阵上诸多像元的性能存在→定程度的

差异.即存在非均匀性-这是焦平面器件研制者和用户

最关心的问题之→ E 阳，飞币4 元 InSb 探测器列阵包含

4096 俨像元.~所有像元全部测量再进行均匀性分

析.在时间上和人工上是不可取的 s 只抽取少量像元测

量则缺乏代表性 4难以作出均匀性评价 s我们的做法是

在→个 64 ;.币4 元芯片上抽取-Î'间距为币个像元的

1 1.飞 11 元列阵进行检测咱这样既避免了大量烦琐的重

复测量工作，又能从总体上反映芯片的性能水平由于

样本数已相当多咽某些局部的较显著的非均匀性也能

得到揭露.

一般，对抽取到的 121 个像元，先检测其 I-V 特性

曲线、探测器零偏电阻 R" 和黑体响应信号 V，.并对这

些数据进行统计分析和均匀性评价.在计算响应率时.

探测器面积是按照其实际受辐照困苦只考虑的.即已扣

除了锢柱和探针本身对人射辐射的遮挡对于零偏压

电阻和响应信号有异常的芯片，再进行电学串音率 Cr

的检测.

2. 1 探测器列阵性能

因 2 是一个典型 InSb 探削器列阵芯片对 lùOOK

黑体响应率的二维分布.X.Y 坐标轴上的读数代表像

元在芯片上的位置.图 3 是该芯片响应率分布的统计

直方图.该芯片平均响应率为 2.8A/W. 这一数值相当

于量子效率达到 85%. 统计给出的响应率标准偏差为

结果和讨论2 

实验方法

1. 1 实验样晶

待测样品是不同批号流程中的 64 、 64 元 InSb 光

伏探测器列阵芯片.探测器列阵是以 011 )方向掺畸 n

型 lnSb 单晶片(电于攒度为 ù. 5 ~ 1. 5;. 10'τcm -1 电

于迁移率二习气 1')元m:V- 1 s-- I ) 为起始材料.经杂质扩

散并刻蚀台面形成 p-on-n 二级管列阵，在表面钝化

后.再金属化形成欧桐电极.然后在其上生长锢柱而

成每→个 P/N 结台面尺寸为 50;. 50μm.像元中心距

为 70μm. 锢柱直径为 30μm 咽锢柱高度二三 10μm.排列成

"行飞 64 列方阵在其周围的环形金属带上也生长了

锢柱.作为公共电极.其结构如因 1 所示.

1.2 检测方法

由图 1 可见恒压微探针检测方法.将侍测芯片放

置在→个用液氮冷却的敞开式平台上咱两支针尖锥角

为 lOO~针尖半径为 7μ阻的探针(探针 1 、 2) 分别触落到

p 型台面和 n 型公共电极的锢柱上.落到锢柱上的探

针的压力可以在 2g 以下微词.并且在对整个芯片检测

过程中保持恒定以保证既获得良好的电接触.丑不致

戳破锢柱而使得该二极管损坏，探测器零偏电阻值由

HP 4284A LCR 仪读出在 1000K 黑体 800Hz 调制功

率源辐照下的响应电流经 EG&G M181 低阻抗电流

电压转换器放大后，由 EG且G M 124A 锁相放大器读

出.将探ttl 放置到芯片上任意一个像元的锢柱上，可

}刷得该像元的性能数据.

进行芯片上像元间电学串音测量时.关闭调制黑

体源.在像元 Dm "上通过探针 P3 注人一个 800Hz.

lmV 的电压信号.在像元 Drn + 1 • n + J上通过探tt Pl 取出

1 
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图 2 1nSb 64 ， 64 元探测器列阵响应率分布

Fig. 2 Responsivity profile of normal 
64 ;..t 64 InSb detectoc array 

<9 

图 I 恒压嗷探针幢测 1nSb 探测器列阵芯片示意图

Fìg.l Schemaric of ccyo-mîccoprobing for 
InSb derectoc array 
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0．1 8A／w ，非均匀性(1d)为 6．3 ．从红外焦平 面器件 

的使用要求来看 ，响应率均匀性是一个十分重要的指 

标．在某些应用中，例如红外成像 寻的制导系统 中，凝 

视型焦平面器件校正后残存响应率非均匀性可能成为 

限制系统作用距离的主要‘因素口]．在现阶段应用 中，要 

求 64×64元 InSb焦平面器件的校正前响应率非均匀 

性<18 ．InSb红外焦平面器件响应率非均匀性 由芯 

片、读出电路和减薄工艺的非均匀性等因素引起．总体 

设计中分配给 InSb探测器列阵芯片的非均匀性限额 

为 12 ．目前达到的非均匀性 6．3 已经满足现阶段 

整机应用 的要求． 

图 4是 InSb列阵芯片 A 9810—7上探测器零偏电 

阻的统计直方图，给 出平均零偏阻抗 42Mf~，非均匀性 

／JⅥ～20 ．从探测器阻抗 的均匀性来 看，已经 优于 

Parrish： 等报道的结果．从阻抗的数值来看 ，上述冷探 

针测量 的数据要 比实际的阻抗低很多．这是因为我们 

的测量系统是敞开式的，背景大，加之探测器实际温度 

大约只达到 90K．我们将探测器放在 6O。视场角的液氮 

致冷杜瓦瓶中，测得了较准确的器件阻抗．50×50pm 

的 P／N结阻抗 多在 60～1o0Mn．这样高 的二极 管阻 

抗和si读出电路能较好耦台，互连后具有较高的电荷 

注人效率 ． 

对这一类芯片(平均探测器零偏阻抗值高，平均响 

应率高且均匀性好)，像元问串音率的测量值一般小于 

2 ，这是我们测试系统的检测极限．这样的探测器列 

阵芯片性能优 异，用于和硅 CMOS读出电路互连后 ， 

以 2 8A：W 

m ： 01 8 

orM 6 3 ％ 

l 
R¨／A 

图 3 64×64元 InSb响应 率统计直方 图 

Fig．3 Responsiv[ty histogram for 

64×64 lnSb detector array 

得到的焦平面器件有较 高的灵敏度 ，较好的响应均匀 

睦，凝视热成像的效果良好． 

2．2 局部电学串音 

图 5是 InSb 64×64元探测器列阵 A 962一a6的 

响应率分布．该芯片平均响应率为 3．9A／W．从总体上 

看 ，分布还 比较 均匀 ，其响 应率 的相对 标 准偏差 为 

35 ．但在抽测的 121个像元中，有几个像元响应率异 

常 的高 ，例如像元 (25，31)的响应率达 13A／w ．像元 

(61，1 3)的响应率达 10A／W ，明显高于其周围的像元． 

且大大超过理论极限值．与其相应，这些像元具有特别 

低 的零偏阻抗值．如像元(25，31)的R。为 3．8Kn，像 

元 (61，1 3)的 为 2．7Kn，比之 整 个 芯 片 的平 均 

R。1 7Mn，相差几乎 4个数量级．异常高的电流响应率 

和异常低的阻抗提示这些像元和其周 围的像元可能在 

电学上串通，即存在电学串音． 

图 6是对像元(25，31)和其周围像元间电学串音 

率 的测量结果．图 6中显示 了像元(25，31)沿上、下、 

左、右和右上五个方向上间隔 1 5个像元的电学 串音 

率的测试数据．图 中磺轴 S表示间隔像元数 ，纵轴 Ct 

表示串音率．由图 6可见 ，在左、右两个方向上，电学串 

音率从紧邻像元的≥4O ，渐次减小 到间隔 5个 像元 

后小于 2 ．在上、下两个方 向上相邻像元 的串音率 为 

2O％，渐次减小到间隔 5个像元后小于 2 ．在这个范 

围之外，在响应率和阻抗值正常的那些探测 器像元之 

间，串音率的检测结果是小于 2 ，即我们仪器的检测 

-．．- L 
1 l0 loo 

Rn，M (! 

图 4 64×64元 lnSb二扳管 统计 直方 图 

Fig．4 Histogram of 0for 

64×64 lnSb diode array 

维普资讯 http://www.cqvip.com 

2 期 陈伯良等 64 ~ 04 元 In5b 光伏红外挥割器列阵性能查征 91 

1J.1SA/W. 非均匀性 (]a) 为 6. 3 ~'rl. 从红外焦平面器件

的使用要求来看电响应率均匀性是一个十分重要的指

标在某些应用中，例如组外成像寻的制导系统中，凝

视型焦平面器件校正后践存响应率非均匀性可能成为

限制系统作用距离的主要因素[<J 在现阶段应用中咱要

求 64 飞 64 元 InSb 焦平面器件的校正前响应丰非均匀

性<18%.InSb 红外焦平面器件响应卒非均匀性由芯

片、读出电路和减薄工艺的非均匀性等因素引起，总体

设计中分配给 InSb 探测器列阵芯片的非均匀性限额

为 12月吁目前达到的非均匀性的.3%已经满足现阶段

整机应用的要求

图 4 是 InSb 列阵芯片 A9日10-7 上探测器零偏电

阻的统计直方图.结出平均零偏阻抗 42Mí1.非均匀性

σ I1H - 20川.从探测器阻抗的均匀性来看电已经优于

Parrish=~J等报道的结果从阻抗的数值来看电上述冷探

针测量的数据要比实际的阻抗低很多.这是因为我们

的测量系统是敞开式的.背景大，加之探测器实际温度

大约只达到 90K. 我们将探测器放在 600视场角的液氮

致玲杜瓦瓶中.测得了较准确的器件阻抗 . 5U 飞 50μm

的 P/N 结阻抗多在 60-10UMí1.这样高的二极管阻

抗和 Si 读出电路能较好锅台，互连后具有较高的电荷

i主人效率

对这一类芯片(平均探测器零偏阻抗值高，平均响

应率高且均匀性好 h像元间串音率的测量值一般小于

2%.这是我们测试系统的检测极限.这样的探测器列

阵芯片性能优异.用于和硅 CMOS 读出电路互连后.
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图 3 64 、; 64 元 InSb 响应事统计直方图

Flg. 3 Re s.ponsivity bis.togram for 
64 、~ 64 105b detector array 

得到的焦平面器件有较高的灵敏度，较好的响应均匀

性.凝视热成像的效果良好.

2.2 局部电学串音

图 5 是 InSb 64 入 64 元探测器列阵 A962-ati 的

响应率分布-该芯片平均晌应率为 3.9A!W 从总体上

看，分布还比较均匀，其响应率的相对标准偏差为

35 ';'í;. 但在抽测的 121 个像元中咱有几个像元响应率异

常的高唱例如像元 (25.311 的响应率达 13A./W ‘像元

叫1 .13) 的晌应率达 10A/W 咱明显高于其周围的像元.

且大大超过理论极限值ι 与其相应，这些像元具有特别

低的零偏阻抗值.如像元(25.31 )的11."为 3. 8Kí1.像

元 (61.13) 的11.，为 2. 7Kí1咱比之整个芯片的平均

1I.， 17Mí1.相差几乎 4 个数量级.异常高的电流响应辛

和异常低的阻抗提示这些像元和其周围的像元可能在

电学上串通. HP存在电学串音.

图 6 是对像元 (25.3])和其周围像元间电学串音

率的测量结果.图的中显示了像元 (25.311 沿上、下、

左、古和右上五个方向上间隔 1-5 个像元的电学串音

率的测试数据.图中横轴 s 表示间隔像元数.纵轴 Ct

表示串音率.由图 6 可见.在左、右两个方向上，电学串

音率从紧邻像元的~40%.渐次减小到间隔 5 个像元

后小于 2% 在上、下两个方向上相邻像元的串音率为

20% ，渐次减小到间隔 5 个像元后小于 2%. 在这个范

围之外，在响应率和阻抗值正常的那些撵测器像元之

间.串音率的检测结果是小于 2% .Hp我们仪器的检测
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图 4 64 、 64 元 In5b 二假管 R" 统计直方图

Fig. 4 Histogram of R~ for 
64 、~ 64 1n5b diode arr .ay 
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图 5 局部异常的 64×64元 InSb苏片响应宰分布 

Fig．5 Responsivity profile for 64×64 InSb 

array with several unusually responsive pixels 

极限．在这个例子 中，串音存在于芯片上某个或几个局 

部的区域．其范围往往为几个或几十个像元．我们称这 

样的串音区域为“串音岛”．在已经互连、减薄而制成的 

InSb焦平面器件的热成像演示过程中，也遇到过这种 

存在若干个“串音岛”的情况．用冷探针法在 InSb 64× 

64元二极管列阵芯片上检测 到“串音岛”这一事实，可 

以合理地解释焦平面热像图上“串音岛”的存在．对于 

芯 片上“串音岛”的成因，目前还不能下十分肯定 的结 

论 ，一种非常可能的情况是 ，像元和像元之间的扩散层 

材料未腐蚀干净 ，残存 的弱 P型沟道造成相邻的 P型 

台面有某种程度的连通，这样会引起像元结电阻的下 

降和电流响应率的表观增大．这种情况可能 由工艺因 

素引起 ，也可能由起始材料的不均匀引起 ，“串音岛”的 

真正成因还有待更深入 的研究． 

3 结语 

用恒压低温微探针方法对 64×64元 InSb光伏探 

图 6 苏片 A962一a6中像元(25，31) 

和其周围各个方向上像元问的申音宰 

Fig．6 Crosstalk rate between pixel(25，31) 

and its neighbors along different directions 

for lnSb array A962一a6 

测器列阵芯片进行抽样检测和均匀性评价，获得 了探 

测器阻抗和黑体响应率 的统计直方图、二维分布 图及 

典型像元串音率分布图．所得到的大量数据，对正确评 

价芯片性能的现状及存在的问题，对挑选焦平面互连 

用的芯片，提供了有效依据． 
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图 5 局部异常的 64~ 64 元 lnSb 芯片响应率分布

FLg , 5 Responsivity profile for 64 ;..t 64 lnSb 

array wLth several unusually responsive pixels 

极限.在这 T例子中.串音存在于芯片上某个或几个局

部的区域.其范围往往为儿个或几十个像元-我们称这

样的串音区域为"串音岛'飞在已经互连、减薄而制成的

InSb 焦平面器件的热成像演示过程中.也遇到过这种

存在若干个"串音岛"的情况用冷探针法在 InSb 64X 

64 元二极管列阵芯片上检测到"串音岛"这一事实，可

以合理地解释焦平面热像图上"串音岛"的存在对于

芯片上"串音岛灿的成因，目前还不能下十分肯定的结

论，→种非常可能的情况是，像元和像元之间的扩散层

材料未腐蚀干净嘈残存的弱 P 型沟道造成相邻的 P 型

台面有某种程度的连通，这样会引起像元结电阻的下

降和电流响应率的表现增大这种情况可能由工艺因

素引起唱也可能由起始材料的不均匀引起串音岛"的

真正成因还有待更深入的研究

3 结语

用恒压低温徽探针方法对 64X 64 元 lnSb 光伏探
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图 6 芯片 A962-a6 中像元 (25.31 ) 

和其周围各个方向上像元间的申音率

Fig.6 Crosstalk rate hetween pixeH25.31) 

and its neighbors along differεnt directions 

for lnSb array A962 臼6

测器列阵芯片进行抽样检测和均匀性评价.获得了探

测器阻抗和黑体响应率的统计直方图、二维分布图及

典型像元串音率分布图.所得到的大量数据，对正确评

价芯片性能的现状及存在的问题嘈对挑选焦平面互连

用的芯片.提供了高效依据‘
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